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Aufgabe 6.1: Komplexer Spannungsteiler 1

Wie lautet die Ubertragungsfunktion des nachfolgenden
Spannungsteilers im Frequenzbereich?
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Aufgabe 6.2: Komplexer Spannungsteiler 2

Gegeben ist der nachfolgende komplexe Spannungsteiler:
lC’

R
IC R )Qa

Berechnen Sie das Spannungsteilerverhaltnis in Abhangigkeit
von der Kreisfrequenz des Eingabesignals.

Fiir welche Frequenz ist die Phasenverschiebung des
Spannungsteilerverhiltnisses null?

Welchen Wert hat das Spannungsteilerverhiltnis fiir diese
Frequenz?

1<
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Aufgabe 6.3: Schwingkreis
Die nachfolgende Schaltung ist ein Parallelschwingkreis:

L R R=1Q

% C } L =10pH
| C =100nF

Berechnen Sie den komplexen Gesamtwiderstand in
Abhéngigkeit von der Kreisfrequenz w.

Welchen komplexen Widerstand hat die Schaltung fiir w = 0
und w — oo?

Wie groR ist der Widerstand fiir wg = 1/v L -C?

Wie ist der Wert des Widerstands R zu verdndern, damit sich
bei der Kreisfrequenz w = 1/v/L - C der Realteil' des
Gesamtwiderstands aus Aufgabenteil ¢ verdoppelt?

'Der Tmaginirteil ist vernachlissigbar.
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Aufgabe 6.4: Operationsverstéarkerschaltung 1

Stellen Sie fiir die nachfolgende Schaltung eine Gleichung zur
Berechnung der Ubertragungsfunktionen

Qa = f (Qe)
auf.
Ry C Ry
—]—1— —
U, )Qa Ri = 16kQ
N Ry = 22kQ
N C =10nF

Skizzieren Sie den Amplituden- und den Phasenfrequenzgang im
Bereich von 10 Hz bis 100 kHz (logarithmische Unterteilung der
Frequenz- und der Betragsachse).
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Aufgabe 6.5: Operationsverstéarkerschaltung 2

Stellen Sie fiir die nachfolgende Schaltung ein Gleichungssystem zur
Berechnung der komplexen Ausgangsspannung U, auf.

C3

1]

L

R1 K l?) 02 RQ @
— o~
I, | L 71— L U

@ L B o Ry = 100k
U, n Ry = 220kQ
Ry > Ry = 2,2kQ
+ Cy = 100nF
1 @ C3 = 100nF
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Aufgabe 6.6: Transistorverstéarker

Rp Rc
Rp =220Q By =100
) Rc=1kQ  fr =100 MHz
te ( e JUv | Uy =5V Uspe =07V
m Ersatzschaltung fiir den stationdren Zustand zur Festlegung des
Arbeitspunktes
Gleichanteil der Eingangsspannung, damit die
Ausgangsspannung im stationdren Zustand 3V betragt
Ersatzschaltung fiir f #£0
Verstarkung fiir niedrige Frequenzen
Ubergangsfrequenz fov des Verstirkers, bei der die Verstirkung
auf das 1/v/2-fache der Verstirkung bei niedrigen Frequenzen
abgefallen ist.
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Aufgabe 6.7: Dotierung

Ein Si-Halbleitergebiet sei mit 10’7 Boratomen je Kubikzentimeter
dotiert.

m Wie grole ist die Dichte der beweglichen Lécher und
m wie groRe ist die Dichte der beweglichen Elektronen
bei einer Temperatur von 7' = 300 K?

Hinweis: Die instrinsische Ladungstrdgerdichte bei 300K ist in

Silizium n; ~ 2 - 10 cm™3.
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